
Oulun yliopistoSähkö- ja tietotekniikan osasto, Elektroniikan laboratorioElektroniikkasuunnittelun perusteet 521431ATentti 02.08.2008 �1. Oleta kuvan 1 operaatiovahvistimet ideaalisiksi.(a) Ratkaise kytkennöistä (a) ja (b) jännitteet U1, U2, U3 ja U4. (4p)(b) Ratkaise kytkennän () tuloresistanssi ja vahvistus uo/ui. (2p)
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(a) (b) ()Kuva 1: Kuva tehtävään 1.2. Mitkä ovat kuvan 2 MOSFET-vahvistinasteen tulo- ja lähtöimpedanssit? Laskemyös nielun ja lähteen jännitteet toimintapisteessä (UDQ ja USQ) ja kytkennänvahvistus uL/usrc. Transistorin µnCox = 25 uA/ V2, λ = 0, W/L = 100 ja
Ut = 2 V. Kondensaattorit C1, C2 ja C3 ovat kytkentäkondensaattoreita joidenkapasitanssi on suuri. (6p)
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(UGS − Ut)3. (a) Mitkä ovat ideaalisen ja reaalisen diodimallin erot? (2p)(b) Millaista on lähtösignaali kuvan 3 kytkennässä, jos tulosignaali vin(t) onsiniaaltoa, jonka huipusta huippuun -arvo on ±15 V? (2p)() Luettele ideaalisen operaatiovahvistimen ominaisuudet. (2p)4. (a) Laske kuvan 4 (a) transistorin virrat ja jännitteet, kun BJT:n virtavah-vistus β = 100. (2p)(b) Kuvassa 4 (b) on esitetty CMOS-invertteri ja sen tulo-lähtö -jännitekäyräs-tö. Selitä, mitä käyrällä numeroiduissa pisteissä tapahtuu. (2p)() Mitä tarkoittaa A/D -muunnoksen kvantisointivirhe? (2p)
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Kuva 2: Kuva tehtävään 2.

Kuva 3: Kuva tehtävään 3.

(a)

(b)Kuva 4: Kuvat tehtävään 4.


